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1. 目的  
当研究室ではボロメータ型赤外線センサの検知部材料として温度係数値が高く、抵抗率の低い

酸化バナジウム膜を検討している。その酸化バナジウムに不純物としてタンタルを添加した際、

相転移温度を低温側にシフトすることができ、ヒステリシスを低減することができたが、温度係

数値が減少した[1]。前回、我々はタンタルに加え、さらにタングステンを添加することにより、

比較的高い温度係数を保ったまま相転移温度をシフトできることを見出した[2]。今回、さらに不

純物濃度を変化させて、ドープ酸化バナジウムの形成を行い、抵抗率-温度特性評価を行った。ま
たXRDによる結晶相の解析を行った。 
 
2. 実験方法 金属アルコキシド合成で溶媒とし
て 1-ブタノール及び 2-メトキシエタノールを、主
材料にVO(OCH2CH2CH3)3、添加物にTa(OC2H5)5、

W(OC2H5)6を使用した。ゾル-ゲル法よりアルコキ
シド溶液をSiO2膜上にスピンコーティングし、仮

焼成を行い、これらを繰り返すことにより

V1-x-yTaxWyOz薄膜を形成した。H2雰囲気中 550℃
～580℃、2時間還元熱処理を行った後、N2雰囲気

中 500℃、1 時間熱処理を施した。その後、XRD
測定、またV1-x-yTaxWyOz膜上にAl電極を作製して
薄膜の電気的特性の評価を行った。 図 1 V98.6Ta0.525W0.875Oz膜の抵抗率-温度特性 

 
3. 実験結果 V、Ta、Wのモル比を 98.6：0.525：
0.875 にした金属アルコキシド溶液でSiO2膜上に

成膜し、熱処理を施したV98.6Ta0.525W0.875Oz膜の降

温時の抵抗率-温度特性を図 1に示す。また、温度
560℃で還元熱処理をしたXRDパターンを図 2 に
示す。図 1より降温における相転移温度は 34℃～
38℃であった。抵抗温度係数に関して、H2雰囲気

中 550℃で還元熱処理した試料が最も高く、

-8.58%/℃であった。また、図 2 よりVO2相が含ま

VO
図 2 V98.6Ta0.525W0.875Oz膜のXRDパターン 

2以外の相も見られた。 れていたが、
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